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1.

. Von einer p-n Diode ist die Dotierungskonzentration n,y = 1095

Berechnen Sie die Dichte der Ladungstriager auf beiden Seiten eines p-
n-Ubergangs im thermodynamischen Gleichgewichts. Der Kristall mit
einem vom Strom durchflossenen Querschnitt von 1 mm? wurde mit
Ny = 10" und mit Np = 510" L5 dotiert. Vergleichen Sie dabei

die Werte fiir Si,Ge, GaAs bei BOOK. Wie grofl ist das Gefille der
Ladungstrigerkonzentration in %?

Berechnen Sie die Diffusionsspannung jeweil fiir eine Si, Ge, GaAs Di-
ode, welche mit Ny = 8- 10'_L; und Np = 8- 10_L; dotiert wurde.
Die Sperrschichttemperatur betrigt 300K.

Kann die Diffusionsspannung zur Spannungserzeugung genutzt wer-
den? Begriinden Sie Ihre Antwort!

Bestimmen Sie die Weite der Raumladungszone im thermodynamischen
Gleichgewicht wenn die p-n Diode mit Ny = 10 élg, und Np = 8-
1019 5 dotiert wurde. Bestimmen Sie die Weiten fiir Si, Ge, GaAs bei
Jewells 300K

Leiten Sie die Gleichung (3.28) des Skriptums her. Hinweis: benutzen
Sie Gleichung (3.10) und (3.24).

cm3

bekannt. Im logarithmischen Mafistab ist der Abstand zwischen Elek-
tronendichte und Eigenleitungsdichte im p-Bereich % des Abstandes im
n-Bereich. Wie hoch ist die Dotierung des p-Bereichs.

Die Dotierung einer Si p-n Diode betriigt ny,g = 8 - 10115, py =
1016 13
Bestimmen und zeichnen Sie den Verlauf der Ladungstrigerdichte in
der RLZ bei 300K. Ermitteln Sie hierfiir die Rander z,,, z,, der RLZ.

Begriinden Sie die Behauptung, dass die RLZ arm an Ladungstragern

ist
(a) durch lineare Darstellung der Ladungstrigerdichte in der RLZ,

(b) durch den Verlauf der Bandkanten im Verhéltnis zur Fermienergie.
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8. Bestimmen Sie die Diffusionsstrome der Ladungstriager fiir die Diode
unter 1. im thermodynamischen Gleichgewicht. Wie grofl sind die zu-
gehorigen Driftstrome? Begriinden Sie, warum trotz Verarmung der
RLZ an Ladungstragern bei Fluspannung ein Strom durch die Diode
flielen kann.

9. Was ist richtig? Bei einer langen Diode ist:

(a) die Linge der Bahngebiete grofi gegeniiber der Lénge der RLZ.

(b) die Diffusionskonstante der Ladungstrager grofl gegeniiber der Dif-
fusionslénge.

(c) die Linge der Bahngebiete bezogen auf die Lebensdauer der La-
dungstréiger grofl gegeniiber ihrer mittleren Geschwindigkeit zwi-
schen RLZ und Kontakt.

(d) die Diffusionslénge klein gegeniiber der Liange der Bahngebiete.

(e) bei gleicher Minoritdtstragerrandkonzentration der Vorwérst-
strom der Diode grofler als bei einer kurzen Diode.



